
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　
　
　
　
　
　

　

　
ことを特徴とする表示装 。

【請求項２】
　

ことを特徴とする 表示装 。
【請求項３】
　前記

することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の表示装 。
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複数の画素と、
各画素に映像信号を供給する映像信号線と、
各画素に階調信号を供給する階調信号線と、
各画素に電流を供給する電源線とを備え、
各画素は、電流駆動型発光素子と、
コンデンサと、
前記電源線から電源電圧が供給され、入力端子が前記コンデンサに電気的に接続される

とともに、出力端子が前記電流駆動型発光素子に電気的に接続されるインバータ回路と、
前記映像信号線と前記コンデンサとの間に電気的に接続される第１スイッチング素子と

、
前記階調信号線と前記コンデンサとの間に電気的に接続される第２スイッチング素子と

を有する 置

前記インバータの入力端子と、前記インバータ回路と出力端子との間に電気的に接続さ
れる第３スイッチング素子を有する 請求項１に記載の 置

映像信号線を介して映像信号を画素に供給した後に、前記階調信号線を介して階調
電圧を画素に供給 置



【請求項４】
　前記

することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の表示装 。
【請求項５】
　 するこ
とを特徴とする 表示装置。
【請求項６】
　

ことを特徴とする請求項 に記載の表示装 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、表示装置およびその駆動方法に係り、特に、アクティブマトリクス方式の有機
エレクトロルミネッセンスディスプレイの駆動方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
アクティブマトリクス駆動の有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ（以下、ＡＭＯ
ＬＥＤと記す）は、従来の液晶ディスプレイの次の世代のフラットパネルディスプレイと
して期待されている。
従来、ＡＭＯＬＥＤの駆動回路としては、特開２０００－１６３０１４号公報（第１の従
来技術）に開示されているような、有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、単に、Ｅ
Ｌ素子という）に電流を供給するための駆動用の薄膜トランジスタ（以下、ＥＬ駆動ＴＦ
Ｔという）、ＥＬ駆動ＴＦＴのゲート電極に接続され、映像信号電圧を保持する保持コン
デンサと、前記保持コンデンサに映像信号電圧を供給するためのスイッチ用の薄膜トラン
ジスタ（以下、スイッチＴＦＴという）からなる２トランジスタ構成の回路がもっとも基
本的な画素回路として知られている。
この２トランジスタ構成の基本画素回路の大きな問題として、ＥＬ駆動ＴＦＴを構成する
半導体薄膜（通常は、多結晶シリコン膜が使用される）の結晶性の場所毎のバラツキによ
り、ＥＬ駆動ＴＦＴのしきい電圧（Ｖｔｈ）や移動度（μ）が画素毎にばらつくために生
じる画像の不均一性がある。
しきい電圧や移動度のバラツキは、そのまま、ＥＬ素子の駆動電流値のバラツキとなるた
め、発光強度がバラツキ、表示上では微細なムラとなってみえることになる。この表示ム
ラは駆動電流値が小さい中間調表示時に特に問題となる。
【０００３】
このようなＥＬ駆動ＴＦＴの特性のバラツキによる表示不均一を抑制するために、例えば
、特開２０００－３３０５２７号公報には、ＥＬ駆動ＴＦＴを、完全にオフか、または完
全にオン状態とする２値スイッチとして駆動し、画像の階調表示は発光の時間幅を変える
ことにより表示する、所謂パルス幅変調による駆動法が開示されている（以下、第２の従
来技術という）。
一方、一般に、ＡＭＯＬＥＤに使用される赤、緑、青に発光する各有機ＥＬ素子は、発光
特性（発光輝度、電圧－電流特性、電圧－発光輝度特性等）が、各色毎に異なっている。
この赤、緑、青の各有機ＥＬ素子の発光特性のバラツキも、表示画面上では、前述したよ
うな微細なムラとなってみえることになる。
この赤、緑、青の各有機ＥＬ素子の発光特性のバラツキによる表示不均一を抑制するため
に、例えば、特開２００１－９２４１３号公報には、赤、緑、青の各有機ＥＬ素子に供給
するＲ・Ｇ・Ｂのそれぞれの映像信号に対して、ガンマ補正するメモリを設け、Ｒ・Ｇ・
Ｂ毎にガンマ補正値を変更する手法が開示されている（以下、第３の技術という）。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
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第１スイッチング素子をオンし、さらに、オフした後に、前記第２スイッチング素
子をオンと 置

前記第３スイッチング素子をオンした後に、前記第１スイッチング素子をオンと
請求項４に記載の

１フレーム期間は、第１期間とその第１期間よりも後の期間である第２期間とを含み、
前記映像信号を前記第１期間に画素に供給し、前記階調信号を前記第２期間に画素に供給
する １または請求項２ 置



しかしながら、前述した従来技術には以下のような問題点がある。
第２の従来技術による画像表示の均一化効果については、既に実証されており、パルス幅
変調駆動はＡＭＯＬＥＤの駆動法として有力な方法の一つではある。
しかしながら、第２の従来技術では、デジタル階調に対応した短い信号パルスを処理する
必要があることから、駆動回路の動作周波数が高くなり、回路の消費電力が大きくなるの
も問題である。
また、通常は簡単な回路で済む垂直側走査回路が複雑になり回路面積が増大することも問
題である。
第３の従来技術では、ガンマ補正するために、Ａ／Ｄ変換器と、Ｄ／Ａ変換器と、補正メ
モリとを必要とし、構成が複雑でコストがかかるという問題点がある。
その上、この第３の従来技術では、各画素間の輝度バラツキなどの局所的な特性のバラツ
キについては考慮されておらず、この第３の従来技術では、各画素間の輝度バラツキなど
の局所的な特性のバラツキを解消することは不可能である。
【０００５】
本発明は、前記従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、本発明の目的は
、ＥＬ素子のような電流駆動型発光素子を有する表示装置において、従来よりも駆動回路
の構成が簡単で、しかも、発光輝度のバランスをとって、赤、緑、青の各画素を発光させ
ることが可能な駆動方法を提供することにある。
また、本発明の他の目的は、前記駆動方法を実施するために最適な表示装置を提供するこ
とにある。
本発明の前記並びにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によって
明らかにする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記の通
りである。
即ち、本発明は、赤、緑、色の画素をそれぞれ複数備え、各色の画素は各色に発光する電
流駆動型発光素子（例えば、有機エレクトロルミネッセンス素子）を有する表示装置の駆
動方法であって、１フレーム期間の初めの第１の期間に、全画素内の前記電流駆動型発光
素子の発光を停止させた状態で、前記各画素に映像信号電圧を書き込み、１フレーム期間
の前記第１の期間に続く第２の期間に、前記各画素に書き込まれた映像信号電圧および前
記各色の画素の電流駆動型発光素子の発光特性により決定される１回以上の発光期間内に
、前記各画素の前記電流駆動型発光素子を発光させる。
【０００７】
また、本発明は、赤、緑、色の画素をそれぞれ複数備え、各色の画素は、各色に発光する
電流駆動型発光素子と、スイッチングトランジスタと、前記スイッチングトランジスタに
接続される保持容量素子とを有する表示装置の駆動方法であって、１フレーム期間の初め
の第１の期間に、前記全画素内の前記電流駆動型発光素子の発光を停止させた状態で、前
記各画素の前記スイッチングトランジスタのゲート電極に走査駆動信号を印加して前記各
画素の前記保持容量素子に映像信号電圧を書き込み、１フレーム期間の前記第１の期間に
続く第２の期間に、前記各画素の前記スイッチングトランジスタのゲート電極に印加する
走査駆動信号を停止するとともに、前記各画素の前記保持容量素子に書き込まれた映像信
号電圧および前記各色の画素の電流駆動型発光素子の発光特性により決定される少なくと
も１回の発光期間内に、前記各画素の電流駆動型発光素子を発光させる。
本発明によれば、１フレーム期間の第２の期間に、前記各色の画素の電流駆動型発光素子
の発光特性（例えば、発光効率、電圧－発光輝度特性）により決定される発光期間内に、
電流駆動型発光素子を発光させるようにしたので、発光輝度のバランスをとって、赤、緑
、青の各画素を発光させることが可能となる。
【０００８】
また、本発明は赤、緑、色の画素をそれぞれ複数備え、各色の画素は、各色に発光する電
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流駆動型発光素子と、前記電流駆動型発光素子に駆動電流を供給する駆動トランジスタと
、スイッチングトランジスタと、前記スイッチングトランジスタに接続される保持容量素
子と、出力端子が前記駆動トランジスタのゲート電極に接続されるとともに、一方の入力
端子に前記保持容量素子に保持される電圧が印加され、他方の入力端子に階調制御電圧が
印加される比較器とを有する表示装置であって、１フレーム期間の初めの第１の期間に、
前記各画素の前記スイッチングトランジスタのゲート電極に走査駆動信号を印加して前記
各画素の前記保持容量素子に映像信号電圧を書き込む第１の手段と、前記階調制御電圧と
して、前記第１の期間に、全画素内の前記駆動トランジスタをオフとする第１レベルの電
圧を、また、１フレーム期間の前記第１の期間に続く第２の期間に、少なくとも１回、前
記第１レベルの電圧から、前記第１レベルの電圧とは異なる第２レベルの電圧まで変化す
る傾斜波形電圧を供給する第２の手段とを備え、前記第２の手段は、前記各色の画素の電
流駆動型発光素子の発光特性（例えば、発光効率、電圧－発光輝度特性）に基づき、前記
各色の画素に供給する前記傾斜波形電圧の電圧波形を決定する。
【０００９】
また、本発明は、赤、緑、色の画素をそれぞれ複数備え、各色の画素は、各色に発光する
電流駆動型発光素子と、出力端子に前記電流駆動型発光素子が接続されるインバータ回路
と、スイッチングトランジスタと、前記スイッチングトランジスタと前記インバータ回路
の入力端子との間に接続される保持容量素子とを有する表示装置であって、１フレーム期
間の初めの第１の期間に、前記各画素の前記インバータ回路の入力端子と出力端子とを短
絡する第１の手段と、１フレーム期間の前記第１の期間に続く第２の期間に、前記各画素
の前記スイッチングトランジスタのゲート電極に走査駆動信号を印加して前記各画素の保
持容量素子に映像信号電圧を書き込む第２の手段と、１フレーム期間の前記第２の期間に
続く第３の期間に、少なくとも１回、前記各画素の前記保持容量素子の前記第１の端子に
、第１レベルの電圧から、前記第１レベルの電圧とは異なる第２レベルの電圧まで変化す
る傾斜波形の階調制御電圧を印加する第３の手段とを備え、前記第３の手段は、前記各色
の画素の電流駆動型発光素子の発光特性（例えば、発光効率、電圧－発光輝度特性）に基
づき、前記各色の画素に供給する前記階調制御電圧の電圧の電圧波形を決定する。
【００１０】
本発明の一実施の形態では、前記第３の手段は、前記各画素の前記保持容量素子の前記第
１の端子に接続されるとともに、前記第３の期間にオンとなり前記階調制御電圧を前記保
持容量素子の前記第１の端子に印加する第２のスイッチングトランジスタを有する。
本発明の一実施の形態では、前記複数の画素はマトリクス状に配置され、前記各画素列毎
に設けられ、前記各画素の前記スイッチングトランジスタがオンのときに、前記各画素の
前記保持容量素子に映像信号電圧を印加する複数の映像信号線と、前記各画素列毎に設け
られ、前記階調制御電圧を印加する複数の階調信号線と、前記各画素列毎に設けられ、前
記電流駆動型発光素子に駆動電流を供給する複数の電流供給線と、前記各画素行毎に設け
られ、１ライン毎に前記各画素の前記スイッチングトランジスタのゲート電極に順次前記
走査駆動信号を印加する複数の走査信号線とを備える。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
なお、実施の形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付
け、その繰り返しの説明は省略する。
［実施の形態１］
図１は、本発明の実施の形態１の表示装置の表示パネルの１画素の等価回路を示す回路図
である。
本実施の形態において、各画素はマトリクス状に配置され、ｍ行ｎ列目の画素は、走査信
号線（Ｇ m，Ｇ (m+1)）と、映像信号線Ｄ n（あるいは、階調信号線Ｋ n）と、アノード電流
供給線Ａ nとで囲まれた領域で定義される。
各画素内部には、スイッチ用の薄膜トランジスタ（以下、スイッチＴＦＴという）（Ｑｓ
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(m,n)）と、ＰＭＯＳトランジスタから成るＥＬ駆動ＴＦＴ（Ｑｄ (m,n)）と、保持容量素
子Ｃｓｔ (m,n)と、比較器Ｃｏｐ (m,n)とが設けられる。
ＥＬ駆動ＴＦＴ（Ｑｄ (m,n)）のドレイン電極には、ＥＬ素子ＯＬＥＤ (m,n)のアノード電
極が接続され、ゲート電極には、比較器Ｃｏｐ (m,n)の出力端子が接続される。ＥＬ素子
ＯＬＥＤ (m,n)のカソード電極は接地電位（ＧＮＤ）に接続される。
比較器Ｃｏｐ (m,n)の一方の入力端子には、保持容量素子Ｃｓｔ (m,n)の一方の端子が接続
され、他方の端子には、階調信号線Ｋ nが接続される。
保持容量素子Ｃｓｔ (m,n)の一方の端子は、スイッチＴＦＴ（Ｑｓ (m,n)）を介して映像信
号線Ｄ nに接続され、また、保持容量素子Ｃｓｔ (m,n)の他方の端子は、接地電位（ＧＮＤ
）に接続される。
【００１２】
比較のために、従来の表示装置の代表的な１画素の等価回路を図１０に示す。この図１０
は、前述した特開２０００－１６３０１４号公報に記載されているものである。
この図１０に示す等価回路は、比較器Ｃｏｐ (m,n)と階調信号線Ｋ nとを備えず、かつ、保
持容量素子Ｃｓｔ (m,n)の他方の端子が、アノード電流供給線（Ａ n）に接続されている点
で、図１に示す等価回路と相異する。
この図１０に示す等価回路において、走査信号線Ｇが順次１ライン毎に走査され、スイッ
チＴＦＴ（Ｑｓ (m,n)）のゲート電極にＨｉｇｈレベル（以下、Ｈレベルという）の走査
クロックが印加されると、スイッチＴＦＴ（Ｑｓ (m,n)）がオンとなり、これにより、ス
イッチＴＦＴ（Ｑｓ (m,n)）を介して、映像信号線Ｄ nからアナログの映像信号電圧が保持
容量素子Ｃｓｔ (m,n)に供給され、保持容量素子Ｃｓｔ (m,n)に保持される。
この保持容量素子Ｃｓｔ (m,n)に保持されたアナログの映像信号電圧は、ＥＬ駆動ＴＦＴ
（Ｑｄ (m,n)）のゲート電極に供給され、これにより、ＥＬ駆動ＴＦＴ（Ｑｄ (m,n)）を流
れる電流が制御され、即ち、アナログの映像信号電圧に対応する電流をＥＬ素子ＯＬＥＤ
(m,n)に供給し、これにより、ＥＬ素子ＯＬＥＤ (m,n)が発光し、画像が表示される。
【００１３】
しかしながら、この図１０に示す回路構成では、ＥＬ駆動ＴＦＴ（Ｑｄ (m,n)）を構成す
る半導体薄膜（多結晶シリコン膜）の結晶性の場所毎のバラツキにより、ＥＬ駆動ＴＦＴ
（Ｑｄ (m,n)）のしきい電圧（Ｖｔｈ）や移動度（μ）が画素毎にバラツキが生じ、それ
により、ＥＬ素子ＯＬＥＤ (m,n)の駆動電流値にバラツキが生じ、結果として、発光強度
がバラツキ、表示上では微細なムラとなってみえるという問題点があった。
また、この図１０に示す駆動方法は、１フレーム期間中、同一の画像を表示し続ける方法
であり、画像が切り替わる毎に輝度が段階状に変化する。
このように常に画像を切れ目なしに表示する駆動方法では、前の画像から次の画像に切り
替わると人間は２つの画像を重ねて認識し、結果的に画像の輪郭がぼやけてしまうという
欠点があり、特に、動画を表示する場合に、表示画質を劣化させるという問題点があった
。
【００１４】
以下、本実施の形態の駆動方法について説明する。
本実施の形態では、図２に示すように、１フレーム期間は、走査期間と発光期間とに分離
される。
図２に示す走査期間は、全ての保持容量素子Ｃｓｔにアナログの映像信号電圧を書き込み
期間であり、この期間内は、ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光は停止される。
この走査期間内に、走査信号線Ｇが順次１ライン毎に走査され、１ライン毎に走査信号線
Ｇに順次走査クロックが印加されると、全ての保持容量素子Ｃｓｔにアナログの映像信号
電圧が書き込まれる。
例えば、図１において、スイッチＴＦＴ（Ｑｓ (m,n)）のゲート電極にＨレベルの走査ク
ロックが印加されると、スイッチＴＦＴ（Ｑｓ (m,n)）がオンとなり、これにより、スイ
ッチＴＦＴ（Ｑｓ (m,n)）を介して、映像信号線Ｄ nからアナログの映像信号電圧が保持容
量素子Ｃｓｔ (m,n)に供給され、保持容量素子Ｃｓｔ (m,n)に保持される。
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また、本実施の形態では、階調信号線Ｋｎには、図３に示すランプ波形の傾斜波電圧が印
加される。
この図３に示す傾斜波電圧は、走査期間内は第１レベルの電圧（Ｖ１）であり、この第１
レベルの電圧（Ｖ１）が比較器Ｃｏｐ (m,n)に入力されるため、比較器Ｃｏｐ (m,n)の出力
はＨレベルを維持する。
そのため、全てのＥＬ駆動ＴＦＴ（Ｑｄ）がオフ状態を維持し、全てのＥＬ素子ＯＬＥＤ
の発光は停止される。即ち、走査期間内では、全てのＥＬ素子ＯＬＥＤは黒を表示する。
【００１５】
前述した走査期間に続く発光期間では、走査信号線Ｇに対する走査クロックの供給が停止
される。
また、発光期間内に、階調信号線Ｋｎに供給される傾斜波電圧が、図３に示すように、第
１レベルの電圧（Ｖ１）から、第２レベルの電圧（Ｖ２）まで、ある傾斜もって変化する
。
そのため、保持容量素子Ｃｓｔに保持されている電圧値（図３では階調電圧と記す）より
も、階調信号線Ｋｎに供給される傾斜波電圧の電圧値が大きくなると、比較器ＣｏｐがＬ
ｏｗレベル（以下、Ｌレベルという）となり、ＥＬ駆動ＴＦＴ（Ｑｄ）がオンとなり、Ｅ
Ｌ素子ＯＬＥＤが発光する。
この場合に、各ＥＬ素子ＯＬＥＤを流れる電流（図３のＩｏｌｅｄ）は一定であり、各画
素の発光輝度は、各画素のＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間に応じて変化する。即ち、図３に
示すように、発光輝度が高い画素（明るい表示の画素）程、各画素のＥＬ素子ＯＬＥＤの
発光時間が長くなる。
このように、本実施の形態では、ＥＬ駆動ＴＦＴ（Ｑｄ）を、完全にオフか、または完全
にオン状態とする２値スイッチとして駆動させるので、ＥＬ駆動ＴＦＴ（Ｑｄ）を構成す
る半導体薄膜（多結晶シリコン膜）の結晶性の場所毎のバラツキにより、ＥＬ駆動ＴＦＴ
のしきい電圧（Ｖｔｈ）や移動度（μ）が画素毎にばらつくために生じる画像の不均一性
を抑止することができる。
【００１６】
また、本実施の形態は、ＥＬ駆動ＴＦＴ（Ｑｄ）を、２値スイッチとして駆動し、画像の
階調表示は発光の時間幅を変えるようにした点で、前述の第２の従来技術と類似している
。
しかしながら、本実施の形態では、前述の第２の従来技術のように、デジタル階調に対応
した短い信号パルスを処理する必要がないので、前述の第２の従来技術と比して、駆動回
路の動作周波数を低くできるとともに、垂直側走査回路の構成を簡単にできるので、回路
面積を小さくすることができる。
さらに、本実施の形態では、発光期間中に、スイッチＴＦＴ（Ｑｓ）のゲート電極に印加
する走査クロックを停止させるようにしたので、消費電力の増加を抑えることができる。
なお、本実施の形態では、図３に示すように、保持容量素子Ｃｓｔに保持されるアナログ
の映像信号は、発光輝度が高い程、第１レベルの電圧（Ｖ１）との間の電位差が小さく、
発光輝度が低い程、第１レベルの電圧（Ｖ１）との間の電位差が大きくなる電圧である。
このように、本実施の形態では、１フレーム期間の走査期間内に、全てのＥＬ素子ＯＬＥ
Ｄの発光を停止するようにしたので、動画を表示する場合でも、表示画質の劣化を低減さ
せることが可能となる。
【００１７】
図４は、本実施の形態の表示装置のマトリクス表示部と駆動回路を含めた表示部全体を示
すブロック図である。
同図において、１０は表示パネル、２０は水平走査回路、３０は垂直走査回路である。
ここで、水平走査回路２０と、垂直走査回路３０とは、外部のタイミングコントローラか
らの制御信号（例えば、クロックパルス、スタートパルスなど）により制御され、また、
水平走査回路２０は、映像信号線生成回路２１と、傾斜波電圧生成回路２２とで構成され
る。
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図４において、垂直走査回路３０には、Ｍ本の走査信号線（Ｇ 1～Ｇ M）が接続され、垂直
走査回路３０は、前述した走査期間内に、Ｍ個の走査信号線に順次Ｈレベルの走査クロッ
クを出力する。なお、図４では、Ｇ 1とＧ Mの２本の走査信号線のみを図示している。
映像信号線生成回路２１には、Ｎ本の映像信号線（Ｄ 1～Ｄ N）が接続され、映像信号線生
成回路２１は、外部から入力される映像信号（ Vedio）に基づき、前述した走査期間内に
、走査されるラインの画素に対応するアナログの映像信号電圧をＮ個の走査信号線に出力
する。なお、図４では、Ｄ 1とＤ Nの２本の映像信号線のみを図示している。
したがって、本実施の形態では、表示パネル１０は、Ｍ行Ｎ列の画素で構成されるが、図
４では１個の画素のみを図示している。
また、傾斜波電圧生成回路２２には、Ｎ本の階調信号線（Ｋ 1～Ｋ N）が接続され、傾斜波
電圧生成回路２２は、前述したランプ波形の傾斜波電圧を生成する。なお、Ｎ本のアノー
ド電流供給線（Ａ 1～Ａ N）は、画素領域外で短絡（ショート）され、外部電源（ＶＤＤ）
に接続される。
【００１８】
［実施の形態２］
前述の実施の形態の表示装置において、図３に示す明るい表示の場合のＥＬ素子ＯＬＥＤ
が発光する時点と、図３に示す暗い表示の場合のＥＬ素子ＯＬＥＤが発光する時点との間
の時間差（Ｔａ）が大きくなると、動画を表示する場合に、動画ボケや擬似輪郭ノイズと
なり、表示画像の画質の劣化が生じる恐れがある。
本実施の形態の表示装置は、前述した表示画像の画質の劣化を防止するものである。
図５は、本発明の実施の形態２の表示装置において、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電
圧の電圧波形を示す図である。
図３に示す傾斜波電圧は、第１レベルの電圧（Ｖ１）から、第２レベルの電圧（Ｖ２）ま
で一回のみ変化するものであるが、図５に示す傾斜波電圧は、第１レベルの電圧（Ｖ１）
から、第２レベルの電圧（Ｖ２）まで複数回（図５では、６回）にわたって変化させるよ
うにしたものである。
これにより、本実施の形態では、明るい表示の場合のＥＬ素子ＯＬＥＤが発光する時点と
、暗い表示の場合のＥＬ素子ＯＬＥＤが発光する時点との間の時間差（Ｔｂ）を、図３の
Ｔａよりも小さくできるので、動画を表示する場合に、動画ボケや擬似輪郭ノイズが生じ
るの防止することが可能となる。
なお、図５に示すランプ波形の傾斜波電圧は、図４に示す傾斜波電圧生成回路２２で生成
される。
【００１９】
［実施の形態３］
図６は、本発明の実施の形態３の表示装置の表示パネルの１画素の等価回路を示す回路図
である。
本実施の形態は、前述の各実施の形態における比較器Ｃｏｐに代えて、クランプドインバ
ータ回路を使用する実施の形態である。
本実施の形態では、ＰＭＯＳトランジスタ（ＰＭ (m,n)）とＮＭＯＳトランジスタ（ＮＭ (
m,n)）とから成るインバータ回路の出力端子に、ＥＬ素子ＯＬＥＤ (m,n)のアノード電極
が接続され、ＥＬ素子ＯＬＥＤ (m,n)は、ＰＭＯＳトランジスタ（ＰＭ (m,n)）から駆動電
流が供給される。
インバータ回路の入力端子と出力端子との間には、スイッチ用の薄膜トランジスタ（以下
、第３のスイッチＴＦＴという）（Ｑｓ 3(m,n)）が接続され、インバータ回路の入力端子
には、保持容量素子Ｃｓｔ (m,n)の一方の端子が接続される。
また、保持容量素子Ｃｓｔ (m,n)の他方の端子には、スイッチＴＦＴ（Ｑｓ (m,n)）を介し
て映像信号線Ｄ nと、スイッチ用の薄膜トランジスタ（以下、第２のスイッチＴＦＴとい
う）（Ｑｓ 2(m,n)）を介して階調信号線Ｋ nが接続される。
【００２０】
図７は、図６に示す各スイッチＴＦＴのゲート電極、映像信号線Ｄ n、および階調信号線
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Ｋ nに印加される電圧波形を示す図である。
図７において、Ｖｒｅは、第３のスイッチＴＦＴ（Ｑｓ 3(m,n)）のゲート電極に印加され
る電圧、Ｖｇ１は、スイッチＴＦＴ（Ｑｓ (m,n)）のゲート電極に印加される走査クロッ
ク、Ｖｓｉｇは、映像信号線Ｄ nに供給されるアナログの映像信号、Ｖｇ２は、第２のス
イッチＴＦＴ（Ｑｓ 2(m,n)）のゲート電極に印加される電圧、Ｖｇｒａｙは、階調信号線
Ｋ nに印加されるランプ波形の傾斜波電圧、Ｉｏｌｅｄは、ＥＬ素子ＯＬＥＤ (m,n)を流れ
る駆動電流である。
以下、図７を用いて、本実施の形態の駆動方法について説明する。
本実施の形態においても、１フレームは、走査期間と発光期間とに分けられる。
本実施の形態において、Ｖｒｅの電圧は、走査期間の第１の期間にＨレベルとなるので、
全ての画素内の第３のスイッチＴＦＴ（Ｑｓ 3(m,n)）がオンなり、インバータ回路の入力
端子と出力端子とが短絡される。
これにより、インバータ回路の入力端子ノードは、ＰＭＯＳトランジスタ（ＰＭ (m,n)）
を流れる電流と、ＮＭＯＳトランジスタ（ＮＭ (m,n)）を流れる電流とが一致する電圧（
Ｖ cn）に設定される。
この場合に、ＰＭＯＳトランジスタ（ＰＭ (m,n)）、および、ＮＭＯＳトランジスタ（Ｎ
Ｍ (m,n)）を構成する半導体薄膜（多結晶シリコン膜）の結晶性の場所毎のバラツキによ
り、ＰＭＯＳトランジスタ（ＰＭ (m,n)）、および、ＮＭＯＳトランジスタ（ＮＭ (m,n)）
のしきい電圧（Ｖｔｈ）や移動度（μ）が画素毎にばらついても、前記電圧（Ｖ cn）は、
前述したバラツキに応じた電圧値となる。
【００２１】
次に、走査期間内の、第１の期間に続く第２の期間に、走査信号線Ｇが順次１ライン毎に
走査され、即ち、１ライン毎に走査信号線Ｇに、順次走査クロックが印加され、全ての保
持容量素子Ｃｓｔにアナログの映像信号電圧が書き込まれる。
例えば、スイッチＴＦＴ（Ｑｓ (m,n)）のゲート電極に印加される走査クロックがＨレベ
ルとなると、スイッチＴＦＴ（Ｑｓ (m,n)）がオンとなり、スイッチＴＦＴ（Ｑｓ (m,n)）
を介して、映像信号線Ｄ nからアナログの映像信号電圧が保持容量素子Ｃｓｔ (m,n)に保持
される。
この場合に、インバータ回路のＰＭＯＳトランジスタ（ＰＭ (m,n)）はオフであるので、
全てのＥＬ素子ＯＬＥＤの発光は停止される。
次に、発光期間になると、Ｖｇ２の電圧がＨレベルとなるので、スイッチＴＦＴ（Ｑｓ 2(
m,n)）がオンとなり、各保持容量素子Ｃｓｔには、階調信号線Ｋからランプ波形の傾斜波
電圧が印加される。
この図７に示す傾斜波電圧は、第１レベルの電圧（Ｖ１）から、第２レベルの電圧（Ｖ２
）まで、ある傾斜もって変化する電圧である。
【００２２】
これにより、インバータ回路の入力端子ノードは、（Ｖ cn－（Ｖｓｉｇ－Ｖ１））の電圧
となり、インバータ回路のＰＭＯＳトランジスタ（ＰＭ (m,n)）がオンとなり、ＥＬ素子
ＯＬＥＤが発光する。
図７に示す傾斜波電圧が、第１レベルの電圧（Ｖ１）から上昇し、保持容量素子Ｃｓｔ (m
,n)に保持されている電圧（図７では、階調電圧と記す）になると、インバータ回路のＰ
ＭＯＳトランジスタ（ＰＭ (m,n)）がオフとなり、ＥＬ素子ＯＬＥＤが発光を停止する。
この場合に、各ＥＬ素子ＯＬＥＤを流れる電流（図７のＩｏｌｅｄ）は一定であり、各画
素の発光輝度は、各画素のＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間に応じて変化する。即ち、発光輝
度が高い画素程、各画素のＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間が長くなる。
さらに、本実施の形態では、前記電圧（Ｖ cn）は、インバータ回路のＰＭＯＳトランジス
タ（ＰＭ (m,n)）、および、ＮＭＯＳトランジスタ（ＮＭ (m,n)）のしきい電圧（Ｖｔｈ）
や移動度（μ）が画素毎にばらついても、前記電圧（Ｖ cn）は、前述したバラツキに応じ
た電圧値となるので、本実施の形態では、インバータ回路を構成する薄膜トランジスタの
特性のバラツキに起因する、複数の画素間での表示バラツキを低減し、ムラのない均一な
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表示を得ることが可能となる。
【００２３】
なお、本実施の形態では、図７に示すように、保持容量素子Ｃｓｔに保持されるアナログ
の映像信号は、発光輝度が高い程、第１レベルの電圧（Ｖ１）との間の電位差が大きく、
発光輝度が低い程、第１レベルの電圧（Ｖ１）との間の電位差が小さくなる電圧である。
このように、本実施の形態でも、１フレーム期間の走査期間内に、全てのＥＬ素子ＯＬＥ
Ｄの発光を停止するようにしたので、動画を表示する場合でも、表示画質の劣化を低減さ
せることが可能となる。
なお、本実施の形態において、表示装置のマトリクス表示部と駆動回路を含めた表示部全
体の構成は、図４と同じであり、前述したランプ波形の傾斜波電圧は、傾斜波電圧生成回
路２２で生成される。
また、本実施の形態においても、前述の実施の形態２のように、傾斜波電圧を、第１レベ
ルの電圧（Ｖ１）から、第２レベルの電圧（Ｖ２）まで複数回にわたって変化させるよう
にしてもよい。
【００２４】
［実施の形態４］
前述の実施の形態３の表示装置の画素構成において、同一の階調電圧（即ち、保持容量素
子Ｃｓｔに保持される電圧）であっても、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電圧のデュー
ティ比を変化させることにより、ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間を変更することができる。
以下、この点について、図８（Ａ）を用いて説明する。
今、階調電圧が図８（Ａ）のような電圧であると仮定すると、階調信号線Ｋに供給される
傾斜波電圧のデューティ比が１００％の場合には、ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間（換言す
れば、ＥＬ素子ＯＬＥＤに駆動電流が流れる時間）は、図８（Ａ）のＴｆの時間となる。
これに対して、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電圧のデューティ比が（Ｔｃ／Ｔｄ）×
１００％の場合には、ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間は、図８（Ａ）のＴｅの時間となる。
このように、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電圧のデューティ比（あるいは、傾き）を
変化させることにより、ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間を変更することができる。
【００２５】
一般に、ＡＭＯＬＥＤに使用される赤、緑、青のＥＬ素子ＯＬＥＤは、発光輝度が各色毎
に異なっている。この赤、緑、青のＥＬ素子ＯＬＥＤの発光輝度のバラツキも、表示画面
上では、前述したような微細なムラとなってみえることになる。
本実施の形態は、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電圧のデューティ比を、各色毎に変化
させて、ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間を各色毎に調整し、赤、緑、青のＥＬ素子ＯＬＥＤ
の発光輝度のバラツキによる表示不均一を抑制するようにしたものである。
本実施の形態では、赤、緑、青のＥＬ素子ＯＬＥＤの中で、発光効率の高い有機エレクト
ロルミネッセンス材料を使用するＥＬ素子ＯＬＥＤの場合には、図８（Ｃ）に示すように
、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電圧のデューティ比を小さくして（あるいは、傾きを
大きくして）、ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間を短くし、かつ、発光効率が低い有機エレク
トロルミネッセンス材料を使用するＥＬ素子ＯＬＥＤの場合には、図８（Ｂ）に示すよう
に、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電圧のデューティ比を大きくして（あるいは、傾き
を小さくして）、ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間を長くする。
このように、本実施の形態によれば、赤、緑、青の各画素のＥＬ素子ＯＬＥＤの発光効率
に合わせて、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電圧のデューティ比を設定することにより
、映像信号線Ｄから供給されるアナログの映像信号電圧の電圧を調整することなく、赤、
緑、青の各画素の発光輝度のバランスをとって、赤、緑、青の各画素を発光させることが
可能となるので、高画質の画像を表示させることが可能となる。
なお、本実施の形態において、各画素の構成は、前述の実施の形態１の構成を採用しても
よく、さらに、前述の実施の形態２のように、傾斜波電圧を、第１レベルの電圧（Ｖ１）
から、第２レベルの電圧（Ｖ２）まで複数回にわたって変化させるようにしてもよい。
【００２６】
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［実施の形態５］
前述の実施の形態３の表示装置の画素構成において、同一の階調電圧（即ち、保持容量素
子Ｃｓｔに保持される電圧）であっても、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電圧の電圧波
形を変化させることにより、ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間を変更することができる。
以下、この点について、図９（Ａ）を用いて説明する。
今、階調電圧が図９（Ａ）のような電圧であると仮定すると、階調信号線Ｋに供給される
傾斜波電圧の電圧波形が、一定の傾きで変化する電圧波形（あるいは、直線的に変化する
電圧波形）の場合には、ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間（換言すれば、ＥＬ素子ＯＬＥＤに
駆動電流が流れる時間）は、図９（Ａ）のＴｆの時間となる。
これに対して、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電圧の電圧波形が、傾きが連続的に変化
する電圧波形（あるいは、非線形に変化する電圧波形）の場合には、ＥＬ素子ＯＬＥＤの
発光時間は、図９（Ａ）のＴｅの時間となる。
このように、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電圧の電圧波形を変化させることにより、
ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間を変更することができる。
【００２７】
一般に、ＡＭＯＬＥＤに使用される赤、緑、青のＥＬ素子ＯＬＥＤは、発光特性（電圧－
電流特性、電圧－発光輝度特性）は非線形の関係にあり、また、この発光特性は各色毎に
異なっている。この赤、緑、青のＥＬ素子ＯＬＥＤの発光特性のバラツキも、表示画面上
では、前述したような微細なムラとなってみえることになる。
本実施の形態は、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電圧の電圧波形を変化させることによ
り、ＥＬ素子ＯＬＥＤの発光時間を変更して、赤、緑、青のＥＬ素子ＯＬＥＤの発光特性
のバラツキによる表示不均一を抑制するものである。
本実施の形態では、赤、緑、青のＥＬ素子ＯＬＥＤの有機エレクトロルミネッセンス材料
、あるいは、駆動回路により決定される赤、緑、青のＥＬ素子ＯＬＥＤの電圧－発光輝度
特性に合わせて、図９（Ｂ）、（Ｃ）に示すように、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電
圧の波形形状を変化させて、ガンマ補正を行うようにしたものである。
【００２８】
本実施の形態では、前述の第３の従来技術のように、ガンマ補正のために、Ａ／Ｄ変換器
、Ｄ／Ａ変換器、および補正メモリが必要でなく、しかも、前述の第３の従来技術に比し
て、構成が簡単になるので、前述の第３の従来技術よりもコストを低減することができる
。
しかも、本実施の形態では、前述の第３の従来技術では不可能であった、各画素間の輝度
バラツキなどの局所的な特性のバラツキを解消することができる。
このように、本実施の形態によれば、映像信号線Ｄから供給されるアナログの映像信号電
圧の電圧を調整することなく、赤、緑、青の各画素の発光特性のバランスをとることが可
能となるので、バランスのとれた赤、緑、青の発光色を得ることができ、高画質の画像を
表示させることが可能となる。
なお、本実施の形態において、各画素の構成は、前述の実施の形態１の構成を採用しても
よく、さらに、前述の実施の形態２のように、傾斜波電圧を、第１レベルの電圧（Ｖ１）
から、第２レベルの電圧（Ｖ２）まで複数回にわたって変化させるようにしてもよい。
以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施の形態に基づき具体的に説明したが、
本発明は、前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲におい
て種々変更可能であることは勿論である。
【００２９】
【発明の効果】
本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれ
ば、下記の通りである。
（１）本発明の表示装置によれば、発光輝度のバランスをとって、赤、緑、青の各画素を
発光させることができるので、高画質の画像を表示させることが可能となる。
（２）本発明の表示装置によれば、バランスのとれた赤、緑、青の発光色を得ることがで
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きるので、高画質の画像を表示させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１の表示装置の表示パネルの１画素の等価回路を示す回路図
である。
【図２】本発明の実施の形態１の表示装置の駆動方法を説明するための図である。
【図３】本発明の実施の形態１の表示装置において、階調信号線に供給される傾斜波電圧
の電圧波形を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態１の表示装置のマトリクス表示部と駆動回路を含めた表示部
全体を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態２の表示装置において、階調信号線に供給される傾斜波電圧
の電圧波形を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態３の表示装置の表示パネルの１画素の等価回路を示す回路図
である。
【図７】図６に示す各スイッチＴＦＴのゲート電極、映像信号線Ｄ n、階調信号線Ｋ nに印
加される電圧波形を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態４の表示装置において、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電
圧の電圧波形を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態５の表示装置において、階調信号線Ｋに供給される傾斜波電
圧の電圧波形を示す図である。
【図１０】従来の表示装置の表示パネルの１画素の等価回路を示す回路図である。
【符号の説明】
１０…表示パネル、２０…水平走査回路、２１…映像信号線生成回路、２２…傾斜波電圧
生成回路、３０…垂直走査回路、Ａ…アノード電流供給線、Ｄ…映像信号線、Ｇ…走査信
号線、Ｋ…階調信号線、Ｑｓ，Ｑｓ 1、Ｑｓ 2…スイッチ用薄膜トランジスタ、Ｑｄ…駆動
用薄膜トランジスタ、Ｃｓｔ…保持容量素子、ＯＬＥＤ…有機エレクトロルミネッセンス
素子、Ｃｏｐ…比較器、ＰＭ…ＰＭＯＳトランジスタ、ＮＭ…ＮＭＯＳトランジスタ。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

(14) JP 3854161 B2 2006.12.6



フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４１Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４１Ｑ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４２Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４２Ｌ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６７０Ｋ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ  33/12    　　　Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ          　　　　　

(72)発明者  秋元　肇
            東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目２８０番地　株式会社日立製作所　中央研究所内

    審査官  河原　英雄

(56)参考文献  特開２００３－２４１７１１（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－３１２１７３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０８３９２４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－１２８６３８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０５６６６７（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５８－０１７７９３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０６００７６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－３２８５１５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０２－１８５１７６（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G09G  3/30
              G09G  3/20

(15) JP 3854161 B2 2006.12.6



专利名称(译) 表示装置

公开(公告)号 JP3854161B2 公开(公告)日 2006-12-06

申请号 JP2002023204 申请日 2002-01-31

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

[标]发明人 西谷茂之
佐藤敏浩
河内玄士朗
秋元肇

发明人 西谷 茂之
佐藤 敏浩
河内 玄士朗
秋元 肇

IPC分类号 G09G3/30 G09G3/20 H05B33/12 H01L51/50 G09G3/32

CPC分类号 G09G3/3258 G09G3/2014 G09G3/3208 G09G2300/0809 G09G2300/0819 G09G2300/0842 G09G2310
/0259 G09G2310/066 G09G2320/0261 G09G2320/0276 G09G2320/043 G09G2320/0606 G09G2320
/0666

FI分类号 G09G3/30.J G09G3/30.K G09G3/20.611.H G09G3/20.612.F G09G3/20.624.B G09G3/20.641.A G09G3
/20.641.Q G09G3/20.642.B G09G3/20.642.L G09G3/20.670.K H05B33/12.B H05B33/14.A G09G3
/3233 G09G3/3266 G09G3/3275 G09G3/3291 H01L27/32

F-TERM分类号 3K007/AB04 3K007/AB17 3K007/BA06 3K007/BB07 3K007/DB03 3K007/GA04 3K107/AA01 3K107
/BB01 3K107/CC08 3K107/CC14 3K107/CC33 3K107/EE03 3K107/HH02 3K107/HH04 5C080/AA06 
5C080/BB05 5C080/CC03 5C080/DD02 5C080/DD05 5C080/DD22 5C080/DD26 5C080/DD27 5C080
/EE19 5C080/EE29 5C080/EE30 5C080/FF11 5C080/GG08 5C080/HH09 5C080/JJ02 5C080/JJ03 
5C080/JJ04 5C080/KK43 5C380/AA01 5C380/AB06 5C380/AB23 5C380/AB34 5C380/BA01 5C380
/BA06 5C380/BA11 5C380/BA15 5C380/BA24 5C380/BA28 5C380/BA38 5C380/BA39 5C380/BA46 
5C380/BB02 5C380/BB05 5C380/BB12 5C380/BB14 5C380/BE01 5C380/BE11 5C380/CA12 5C380
/CA39 5C380/CB01 5C380/CC01 5C380/CC26 5C380/CC29 5C380/CC33 5C380/CC50 5C380/CC62 
5C380/CC64 5C380/CD012 5C380/CD015 5C380/CE19 5C380/CF23 5C380/CF61 5C380/DA02 5C380
/DA06 5C380/DA07 5C380/DA35 5C380/DA42 5C380/DA47

审查员(译) 川原英夫

其他公开文献 JP2003223137A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种具有电流驱动型发光元件的显示装置的驱动方法，例如EL元件，其中驱动电路的结构比传统的驱动电路更
简单，红色，绿色和蓝色像素很轻在发光亮度下以适当的平衡发光。 ŽSOLUTION：在一个火焰周期的第一个周期中，停止所有像
素中的电流驱动型发光元件的发光，并且将扫描驱动信号施加到像素的开关晶体管的栅极电极，以便写入视频信号电压在像素的保
持电容元件上。在一帧周期的第一周期之后的第二周期中，停止施加到像素的开关晶体管的栅极电极的扫描驱动信号，并且像素的
电流驱动型发光元件在其中发光。至少一个发光周期由写入像素的保持电容元件的视频信号电压和每种颜色像素的电流驱动型发光
元件的发光特性确定。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5127830c-1665-4546-88be-7949b2c8a845
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027606381/publication/JP3854161B2?q=JP3854161B2



